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Analoge Schaltungstechnik

HOCHSCHULE HEILBRONN Lehrbeauftragter Michael M. Dienel
Reinhold-Wiirth-Hochschule
Campus Kiinzelsau

Ubungsaufgabe Transistorverstirker:

Dimensionierung eines Transistorverstéarkers in Emitterschaltung mit
Stromgegenkopplung

Folgende Rahmenbedingungen sind vorgegeben:
Versorgungsspannung Ug = 24 V

Arbeitspunkt bei Ug/2

DC-Stromverstarkung: ~300

Stromaufnahme im Arbeitspunkt, Ruhestrom: <10 mA
untere Grenzfrequenz: 20 Hz

Quell- und Lastwiderstand: 600 Ohm

Transistoren BC84x (siehe Datenblatt)

Widerstande / Kondensatoren E12-Reihe
(1,0;1,2;1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2)

Bestimmen Sie den Widerstand Rc.

Bestimmen Sie Re so, dass gilt Re/Re = 10.

Bestimmen Sie den Basisspannungsteiler.

Wahlen Sie einen Transistor aus dem Datenblatt aus und begrinden Sie die
Auswahl.

) Bestimmen Sie die erforderliche Einkoppel-Kapazitat.

Bestimmen Sie die sich tatsachlich einstellenden Werte der Spannungen und
Strome durch Rechnung oder Simulation.
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Infineon

rechnologios

BC846...BCB50

NPHN Silicon AF Transistors

« For AF input stages and driver applications

« High current gain

« Low collector-emitter saturation voliage

« Low noise betwesn 30 Hz and 15 kHz

« Complementary types: BC856, BC8A7, BCAGE
BCESD, BCBEO (PNF)

VPSSO 61
Type Marking Pin Configuration Package
BCB464A 1As 1=B 2=E i=cC S0T23
BCa46B 1Bs BE=1 2=E i=C 20723
BCB4TA 1Es B=1 2=E i=cC S0T23
BC847B 1Fs 1=B 2=E i=cC S0T23
BCB47C 1Gs 1=B 2=E i=cC S0T23
BCa484A 1Js 1=B 2=E i=cC S0T23
BC848B 1Ks 1=B 2=E i=C 20723
BCB48C 1Ls 1=B 2=E i=cC S0T23
BC849B 2Bs 1=B 2=E i=cC S0T23
BCB4aC 2Cs 1=B 2=E i=cC S0T23
BC850B 2Fs 1=B 2=E i=cC S0T23
BCBA0C 2G5 1=8 2=E i=C SOT23
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Maximum Ratings

Parameter Symbol | BC846 | BCB47 | BCA48 |Unit
BCB50 | BCB49

Collector-emitter voltage Veeo 65 45 30 v

Collector-base voltage Veeo 80 50 30

Collector-emitter voltage Vees 80 50 30

Emitter-base voltage VERn G 6 5

DC collector current I 100 mA,

Peak collector current o 200 mA,

Peak base current B 200

Peak emitter current IEM 200

Total power dissipation, Tg =71 °C Piat 330 my

Junction temperature Ti 150 C

Storage temperature Tatg -65 ... 150

Thermal Resistance

Junction - soldering point!! | Finas | <240 | KW

Electrical Characteristics at 7, = 25°C, unless otherwise specified.

Parameter Symbol Values LInit
min. | typ. | max.

DC Characteristics

Collector-emitter breakdown voltage Viericeo v

lp=10mA, lp=0 BCa46 65 - -
BCa47/350 45 - -
BCa48/349 an - -

Collector-base breakdown voltage Viericeo

le="10pA, =0 BCa46 a0 - -
BCAa47/850 50 - -
BCa48/349 an - -

1Far calculation of Fin 4 please rafer to Application Mote Thermal Resistance
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Electrical Characteristics at T, = 25°C, unless othenvise specified.

Parameter Symbol Values Uit
minmn. | typ. | max.

DC Characteristics

Collector-emitter breakdown voltage Vierices v

lp=10pA, Vg =0 BCB46 80 - -
BCB47/350 50 - -
BCB48/340 a0 - -

Emitter-base breakdown voltage VieriERD

E=1wA =0 BCB46/347 g - -
BCB248-850 5 - -

Collector cutoff current lcpo - - 15 [ nA

Veg =40V, =10

Collector cutoff current lcpo - - 5 HA

Veg =30V, lg=0,T4=150"C

DC current gain 1) AEE -

lo =10 pA, Vog =5V h=g-group A - 140 -
hzg-group B - 250 -
h=g-group C - 480 -

DC current gain 1) FE

le=2mA, Vpp=5V h=g-group A 110 | 180 | 220
hzg-group B 200 | 290 | 450
heg-group C 420 | 520 | 800

Collector-emitter saturation voltagei) VioEaat m'

le=10mA, lr=0.5mA - an 250

lo =100 mA, Ip =5mA - 200 | s00

Base-amitter saturation voltage 1) VBE=at

le=10mA, lh=05mA - 700 -

lo =100 mA, Ip =5mA - a0 -

Base-emitter voltage 1) VBEjoN)

le=2mA, Vpp=5V 580 | 680 | 70O

lo=10mA, Vgg =5V - - 770

1) Pulse test: t=300ps, D = 2%
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Electrical Characteristics at 7, = 25°C, unless othenvise specified.

Parameter Symbol Values Unit
min. | typ. | max.

AC Characteristics

Transition frequency fr - 250 - MHz

le =10 mA, Veg =5V, f=100 MHz

Collector-base capacitance [ - 3 - pF

Veg =10V, f=1 MHz

Emitter-base capacitance Cab - g -

Vep=0.5Y, f=1MHz

Short-circuit input impedance Mia kL2

le=2mA, Veg =5V, f=1kHz fpg-ar.A - 27 -
hpe-ar.B - 4.5 -
Mpe-ar.C - 8.7 -

Open-circult reverse voltage transf.ratio Mze 104

le=2mA, Veg =5V, f=1kHz fpg-ar.A - 15 -
hpe-ar.B - 2 -
hpg-ar.C - 3 -

Short-circuit forward current transf.ratic e -

lc=2mA, Vop =5V, f=1kHz Npe-ar.a - 200 -
hpe-ar.B - 330 -
hpe-ar.C - 600 -

Open-circuit cutput admittance Mooe us

le=2mA, Veg =5V, f=1kHz fpg-ar.A - 18 -
hpe-ar.B - 30 -
Npg-ar.C - 60 -

Moise figure F - 12 4 |dB

le =200 pA, Vep =5V, Ag = 2 kL, BCB49

f=1kHz, Af=200Hz BCE50

Equivalent noise voltage Vi - - 0135 | pv

=200 pA, Vop =5V, Ag = 2 ki, BCB50

f=10 . 50 Hz
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